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Іонна імплантація посідає важливе місце серед методик, 
що застосовуються у промисловості при виготовленні при­
ладів сучасної мікроелектроніки. Недоліком цього методу є 
те, що опромінення іонами високих енергій викликає істотні 
порушення кристалічної гратки, крім того, імплантовані іони 
безпосередньо після імплантації не проявляють електрич­
них властивостей легуючих домішок. Тому після імплантації 
використовують різноманітні технологічні обробки. Щоб до­
сягти бажаних параметрів виготовлюваних приладів, необ­
хідно мати ефективні засоби діагностики для всіх стадій по- 
стімплантаційної обробки та досягти розуміння фізичних 
процесів, що лежать в основі цілеспрямованої варіації пара­
метрів напівпровідникових приладів.

В даній роботі показано, що низькотемпературна фото­
люмінесценція багатоекситонно-домішкових комплексів в 
кремнії є ефективним методом діагностики кремнію після 
імплантації та в процесі традиційних постімплантаційних 
термічних відпалів. Цим методом досліджений також вплив 
нетрадиційної ВЧ-плазмової обробки на впорядкованість 
кристалічної гратки та стан імплантованих легуючих домішок 
у кремнії. Проведені дослідження дозволили проаналізува­
ти мікроскопічні процеси, що відбуваються в кремнії під 
впливом ВЧ-плазмової обробки та рекомендувати оптимальні 
режими такої обробки.
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